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2 Технические требования

2.1 Требования к конструкции

2.1.1 Микросхемы изготавливаются по комплекту конструкторской докумен-

тации, обозначение которого приведено в табл. 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микро-

схем приведены на чертеже УКВД.430109.607ГЧ.

Микросхемы разрабатываются в конструктивном исполнении, предназначен-

ном для ручной сборки аппаратуры.

2.1.2 Обозначение описания образцов внешнего вида ДФЛК.430104.005Д.

2.1.3 Масса микросхем не более 0,1 г.

2.1.4 Показатель герметичности микросхем в металлополимерных корпусах 

не регламентируется (монолитный корпус).

2.1.6 Выводы микросхем должны обеспечивать способность их пайки по 

ГОСТ 18725.

2.1.8 Электрическая схема с назначением и нумерацией выводов приведена на 

чертеже, обозначение которого указано в табл. 1.

2.1.9 Микросхемы должны быть трудногорючими. Микросхемы не должны 

самовоспламеняться и воспламенять окружающие их элементы при воздействии 

аварийных электрических перегрузок.

2.2 Требования к электрическим параметрам и режимам

2.2.1 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны 

соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.

2.2.2 Электрические параметры микросхем в течение наработки в пределах 

времени, равного сроку сохраняемости, должны соответствовать нормам, приве-

денным в табл. 2.

2.2.3 Электрические параметры микросхем в течение срока сохраняемости 

приведены в табл. 2.
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2.2.4 Значения предельно допустимых и предельных режимов эксплуатации в 

диапазоне рабочих температур должны соответствовать нормам, приведенным в 

табл. 3.

Таблица 2 -  Значения электрических параметров микросхем при приемке и поставке

Наименование па-

раметра, единица 
измерения

Буквенное 

обозначе-

ние пара-

метра

Режим изме-

рения

Норма Темпера-

тура

окру-
жающей

среды,°С

Номер
пункта

приме-
чания

не ме-

нее

не

более

1 2 3 4 5 6 7

Основные характеристики

Ток потребления в 

рабочем режиме, 

мА 1д о т

И п = 15 В,

Ц в х .о у р  = 2 В, 

И вх.БВ = 2 В, 

И в х .В Ш  = 0 В, 

C t  = 1,8 нФ, 

C l OAD= 1 нФ

- 13,0

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

1

Ток потребления в 

режиме ожидания, 

мА
Ц о т .о ж

И п = 15 В,

Ц в х .о у р  = 2 В  

Ц вх.БВ = 0 В,

^ x I S N S  = 0 В

- 8,0

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Опорное напряже-

ние, В
Ио п

Ип  = 14 В,

Ив х .О У Р  = 2 В, 
Цвх .Е В  = 2 В  
и вх.ТБКБ = 0 В

4,9 5,1 25 ± 10

4,8 5,2
-60 ± 3, 

125 ± 5

Выходной блок

Выходное напря-

жение низкого 
уровня, В Ивы х . н

Ип  = 15 В,

Цв х .о у р  = 6 В, 

Цвх .Е В  = 2 В, 

Ив х .К Ш  = 0 В
1в ы х  = 200мА

- 0,8

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Выходное напря-

жение высокого 

уровня, В

Цвы х. в

Ип  = 11,5 В

Ив х .О У Р  = 2 В,
Ив х .г в  = 2 В,

Ив х .К Ш  = 0 В

9,0 -
25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Ип  = 15 В,

Ив х .О У Р  = 2 В, 

Ивх .Е В  = 2 В, 

Цв х .IS N S  = 0 В

11,0 -
25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Время нарастания 

выходного сигнала, 

нс Ц а р .в ы х

Ив х .О У Р  = 2 В
Ив х^В  = 2 В,

Ив х .К Ш  = 0 В,
Cl O A D = 1 нФ

50 25 ± 10

55
-60 ± 3, 

125 ± 5
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

Время спада вы-

ходного сигнала, нс
-̂сп. в ы х

Uв х .O V P  = 2 В, 50 25 ± 10

и в х .Р Б  = 2 В  

и вх .1Б К 8  = 0 В

Cl o a d = 1 нф
55

-60 ± 3, 

125 ± 5

Блок защиты от снижения питания (UVLO);

Напряжение 
отпускания защиты 

от снижения 

напряжения 

питания (UVLO), В

и отп . U V L O

Uв х .O V P  = 2 В
Uв х .F Б  = 2 В,

^ х . ^ Ш  = 0 В

10,6 12

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Напряжение 

срабатывания 

защиты от 

снижения 

напряжения 

питания (UVLO) , В

и срб . U V L O

Uв х .O V P  = 2 В,
= 2 В,

и в х .1 8 К 8  = 0 В

9,2 10,5

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Г истерезис защиты 

UVLO, В A UU V L O

Uв х .O V P  = 2 В
Uв х .F Б  = 2 В,

и в х . ^ Ш  = 0 В

1 2

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Блок внутреннего генератора

Частота
генерирования, кГ ц fr

^ x O V P  = 2 В, 

Uв х .F Б  = 2 В  

^ x I S N S  = 0 В
Ct  = 1,8 нФ

45 60

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

1

Нестабильность 

частоты генератора 
от напряжения 

питания, %

Afu

Цп1 = 14 В, 
Цп 2  = 19 В,

Uв х .O V P  = 2 В
Uв х .F Б  = 2 В,

^ х . ^ Ш  = 0 В

1,0

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Максимальный 

коэффициент 

заполнения, %
Кзап

Uв х .O V P  = 2 В,
Цв х ^ Б  = 2 В,

^ x I S N S  = 0 В
Ct  = 1,8 нФ

90,0 99,0

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

1

Блок защит

Напряжение 

срабатывания 

защиты от 

перенапряжения

(Uo v p / Ц ш ), %

Uср аб .O V P

Ц  = 15 В,

Цв х ^ Б  = 2 В,

и вх .1Б К 8  = 0 В

104,5 108,5

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Напряжение 

отпускания защиты 

от перенапряжения

(Uo v p / U J ,  %

Uо тп .O V P

Ц  = 15 В,

Uв х .F Б  = 2 В  

и вх .1Б К 8  = 0 В

100,2 104,2

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

Напряжение перехода 
в спящий режим (по 

выводу ОУР), В
и ср а б .Б М

и п  = 15 В,

Цв х^В  = 0 В  

Ив х .К Ш  = 0 В

0,53 0,67

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Напряжение выхода 

из спящего режима 

(по выводу ОУР), В
и отп . S M

Ип  = 15 В,

Ив х^в  = 0 В,

Ив х .К Ш  = 0 В

0,8 1

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Напряжение срабаты-
вания защиты от 

разомкнутого конту- 

ра(по выводу FB), В

и ср аб .О Ь Р

Ип  = 15 В,

Ив х .О У Р  = 2 В, 

Ив х .IS N S  = 0 В

0,83 1,07

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Напряжение срабаты-
вания защиты по току ^ р а б .К Ш

Ип  = 15 В,

Ив х .О У Р  = 2 В
-0,85 -0,69

25 ± 10 

-60 ± 3, 

125 ± 5

Примечание -  Значение параметра определяется установленной частотозадаю-

щей ёмкостью Ct .

Таблица 3 -  Значения предельных и предельно допустимых режимов эксплуатации

микросхем

Наименование параметра, 
единица измерения

Обозначе-

ние пара-

метра

Предельно-

допустимые
значения

параметра

Предельные 
значения па-

раметра
S
к
л
С

не

менее

не

более

не

менее

не

более

1 2 3 4 5 6 7

Напряжение питания, В 12 20 -0,3 21

Частота генерирования, кГ ц fr 48 200 - -

Напряжение по входу установки 

частоты внутреннего осциллятора, В Ив х .F R E Q 0 5,5 -0,3 7

Напряжение по входу контроля тока, 
В ^ х . К Ш 0,85

0 -7 0,3

Напряжение по входам обратной 

связи, В Ив х .F B , 0 5,5 -0,3 7

Напряжение по входу защиты от 

превышения выходного напряжения, 

В
^ x O V P 0 5,5 -0,3 7

Напряжение по входу компенсации 
усилителя ошибки, В ^ x C O M P 0 5,5 -0,3 7

Выходное напряжение, В Ив ы х 0 -0,3 U:+0,3

Тепловое сопротивление кристалл-
окружающая среда, °С/Вт R T  п - с р - 150 - - 1
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Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7

Рассеивая мощность, Вт

- при температуре окружа-

ющей среда от -60 до +65 °С

- при температуре окружа-

ющей среды +125 °С

РР р ас

0,57

0,17

2

Температура перехода, °С ТТ п ер - 150 150
Примечания:

1. М икросхемы напаяны на плату с медной металлизацией площадью не менее 

94,8 мм , толщиной медной металлизации не менее 0,035 мм, масса медной металлизации не 

менее 0,03 г, с режимами измерений таблицы 12 и схемой испытаний, в соответствии с 

рисунком 8.

2. М аксимальная рассеиваемая мощность указана для температуры окружающей среды ниже 

65 °С. Снижение рассеиваемой мощности в диапазоне температуры окружающей среды от 

+65 °С до +125 °С снижается по линейному закону и рассчитывается:

Р рас = (150 -  Тс) / R rn -с , где 

Тс -  температура окружающей среды;

Ятп-с -  тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда.

2.3 Требования к устойчивости при механических воздействиях

Микросхемы должны быть механически прочными и сохранять свои параметры 

в процессе и после воздействия на них механических нагрузок установленных в 

ГОСТ 18725.

2.4 Требования к устойчивости при климатических воздействиях

Микросхемы должны быть устойчивы к климатическим воздействиям и сохра-

нять свои параметры в процессе и после воздействия на них следующих климатиче-

ских факторов:

а) пониженной рабочей температуры среды минус 60°С и пониженной пре-

дельной температуры среды минус 60°С;

б) повышенной рабочей температуры среды 125°С; повышенной предельной 

температуры среды 125°С;

в) изменения температуры среды в пределах от повышенной предельной темпе-

ратуры среды до пониженной предельной температуры среды;

г) относительной влажности не более 98% при температуре 35 °С без конденса-

ции влаги;

д) атмосферного пониженного давления 26664 Па (200 мм рт.ст.);
л

е) атмосферного повышенного давления до 294199 Па (3 кгс/см ).
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